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1 适用范围

本文档仅适用于 MS32F031A6 内部温度传感器使用参考。

例程基于 MS32F031A6 EV Board V1.1(2021-11-25)。

2 温度传感器

2.1 理论基础

温度传感器内部连接 ADC1_IN16 通道，使用时需将 TSEN 位置 1，参阅用户手册“12.9 温

度传感器和内部参考电压”章节。

使用如下公式计算实际温度：

����_����(℃) = ((����_���� − ����_����1)/���_�����) + ��en�_����1 （1）

其中：

1) VADC_DATA（V）为实测温度的电压量值；

2) VADC_Temp1（V）与 TSens_Temp1（℃）为出厂校准值，对应的数字量化值存于指定的 Flash 地址

（系统存储区），参考数据手册 “3.20.1 章节”。

3) Avg_slope（mv/℃）为温度传感器的平均斜率，参见数据手册“6.3.14 章节”。

例程对温度计算公式进行如下变换，便于 MCU 编程计算。

对公式（1）变量进行替换：

�������(℃) = ((����_������ − ����_���)/���_�����) + ��en�_Fix （2）

对公式（2）展开并将常量代入（电压量单位 V，ADC 分辨率 12bit）：
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�������℃ = VDDA
4095

× ��������� −
3.3
4095

× ������ /0.0043 + ��������� × 0.0625 （3）

将公式（3）电压量单位改为 mV，计算公式如下：

�������℃ = VDDA × ��������� − 3300 × ������ / 4095 ∗ 4.3 + ��������� × 0.0625

其中：���������为 ADC 内部通道 16 转换值；

������系统存储区 ADC_Temp1；

���������系统存储区 Senser_Temp1。

2.2 例程运行

2.2.1 例程要求

附件例程解压后放在 MS32F0x1_Periph_Lib_Example\proj\MS32F031_EV\ADC 目录下。

2.2.2 分析及运行

编译，下载，连接 MS32F031A6 EV Board 串口，运行。

例程每隔 10ms(Timer1 Update)硬件触发 ADC，ADC 按照 AIN1(R8 分压值，测试时调节 R8)，

AIN4（PA4），内部温度传感器，内部参考电压的顺序采集转换，使用 DMA 传输转换结果；经

指定的滤波次数后(例程默认 16 次),使用内部参考电压计算实际 VDDA，并使用实际的 VDDA 计

算 AIN1（PA1）、AIN4（PA4）电压量及温度传感器的温度值。

程序运行结果如下：

注：CH4 通道接 GND。

2.2.3 说明

内部温度传感器在产品中使用时，建议评估 MCU 封装热阻影响、ADC 电源稳定度、ADC 误

差及温度传感器线性度等影响；如在试产、环境实验时记录实际温度及 MCU 温度传感器值，进

一步分析论证。
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3 修订记录

版本 修订日期 修订内容

V1.0 2022-09-29 1325，初版。
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4 免责声明

本资料为晟矽微电子（以下简称“我司”）版权所有。

我司将力求资料内容准确无误，同时保留在不通知用户的情况下，对本资料内容的修改权。

如您需要获得最新的资料，请及时联系我司。
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